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Burst

Generaz.lone di BURST per divisione di intensita (mediante cristalli birifrangenti)
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R.R. Gattass et al. Nature Photonics 2, 219-225 (2008)

e
Ce E = V(KeVTe) —T (Te - Tl) +Q
Modello aT,
a due CLop = Vi VT) —T (T, —T})
temperature . .
T., T; temperatura elettronica, reticolare
TTM ce, C; Capacita termica elettronica, reticolare
Ke, K; conducibilita termica elettronica, reticolare

= O

energia sorgente laser
costante di accoppiamento elettrone-fonone


Relatore
Note di presentazione
Cosa sono i burst
In letteratura burst prodotti per selezione di impulsi dal treno infinito prodotto dal laser  separazioni temporali del ns
Perché è interessante studiare/creare burst con ritardi dell’ordine del ps  diverse dinamiche di assorbimento (TTM a livello teorico)
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Relatore
Note di presentazione
Fluenza
Fluenza di soglia di ablazione (multi-impulso)
Determinazione mediante metodo di Li – D2 vs E  fit lineare su scala semilogaritmica
Ciò che abbiamo descritto per NPM vale anche per BM
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Relatore
Note di presentazione
Il metodo descritto per trovare la Fth in NPM, vale anche per BM
Quali configurazioni sono state investigate.
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Relatore
Note di presentazione
Andamenti della fluenza di soglia in funzione del numero di impulsi per NPM
Andamenti della fluenza di soglia in funzione del numero di sotto-impulsi per BM
Effetto di incubazione & modello di Jee per NPM
Multi soglie per fissato Ntot in BM (es 1600)



-
o > » »

- v W w
. »y & 9w
> &5 - 9 @»
- & & = »
* & @ " »
. @ » & »
- = » * =
* ® o o @
> o & o @

. ¥ v W v
* % 8 » B
e & & o &
" o e ¥

e &% & & »

. * & » »

2 @2 B » =

e & & © ©
e & » 2 »
- ® & % &

e © @ e
B B SR B
p B 5 % @

. li incuhazi

Modello di Jee modificato
— Sh—1
Fen b (N) = Fth,b(l) N-n
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Relatore
Note di presentazione
Modifichiamo il modello di Jee
- Sn funzione dipendente dal n e dt
- Fluenza di soglia per burst e non più per impulso



Wl N -
. &y & » =
> &5 9 o 9
- & = »
o o o0
. ® o s

- & " o o

. =
* o 8 o0
e = & &0
» o 8 9w
.- o o " @

. ® & &
- & @

e B i i
'I!...
e
o
.....
® 9" e & 0
e o & & @

z =3
==
-
L
-
e

RN R
..."
....

4!‘_1_
-9 e
el
L
©
<

- ——

1

L
>
-
°
-
©

g0 0°®

-—e
e o
= 5
y
Q-Q
. e
e 9

e O - o

> & » & . & & 2 » . * & & # > & o » s o o »

> o o @9

Incubation coefficient S,

094 [ T T [ ] I
Jer Normal Pulse Mode
0.90+ I [ -
0.88 | I Y !
iy
0.86 1 ‘ ]
0.84 + ;-
I 1
- | Burst Mode
08211 A At=1.5ps _
[ | ¥ At= 3ps
0.80 | | | =
4 8 16 32

S, <S

S, decresce con

2
Number of sub-pulses

in the burst »


Relatore
Note di presentazione
Confronto tra S in NPM ed Sn in BM
Sn< S
Sn decresce con n maggior effetto di incubazione
Influenza della separazione temporale ???
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Rate di ablazione laser in BM
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LIPSS

Laser-Induced Period Surface Structures
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M. Martinez-Calderon et al. Sci. Rep 6, 36296 (2016)
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'U poe? L (Taboratono Ultrafast Fiber Laser Micromachining) (laboratorio della Rete MICROTRONIC)
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Relatore
Note di presentazione
Rate di ablazione laser
   Parametri: n, dt, ma anche la durata temporale dell’impulso (al di sotto di 650 fs) grazie al Pharos
Investigazione delle LIPSS prodotte in BM (effetti dello stato di polarizzazione dei sotto-impulsi)
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